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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

на диссертацию Давыдовской Клавдии Сергеевны на тему «Влияние температуры облучения на 
образование радиационных дефектов в карбиде кремния и деградацию приборов на его основе», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 1.3 .11. Физика полупроводников 

Диссертационная работа Давыдовской Клавдии Сергеевны «Влияние температуры 
облучения на образование радиационных дефектов в карбиде кремния и деградацию приборов 
на его основе» посвящена изучению деградации карбида кремния и приборов на его основе под 
воздействием облучения электронами и протонами как при комнатной, так и при повьппенных 
температурах. Данная тема представляет в настоящее время как научный, так и практический 
интерес. 

В будущем, как предполагается, основными источниками энергии станут атомная 
энергетика и солнечная энергия, которые обеспечат достаточное количество ресурсов для 
поддержания процессов развития. Для обеспечения надежности работы атомных электростанций 
и космической техники необходимо проводить исследования в области радиационно-стойких 
материалов и разрабатывать приборы, работающие на их основе. Также важно изучать 
радиационную стойкость полупроводников с целью прогресса в аэрокосмической и военной 
технике. Развитие электроники тесно связано с созданием нового поколения приборов, 
способных функционировать в экстремальных условиях - при высоких температурах, в условиях 
повышенного уровня радиации и в химически активных средах. Наша электроника должна быть 
подготовлена к работе в различных неблагоприятных ситуациях, чтобы успешно справляться с 
вызовами будущего. 

Успешное исследование процессов деградации приборов на основе 4H-SiC под 
воздействием облучения, включая зависимость радиационной стойкости от температуры 
облучения, предоставит возможность прогнозировать изменение характеристик карбидных 
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Петербургский государственный университет, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе 

РАН, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Академический 

университет им. Ж.И. Алфёрова, Университет ИТМО, Новосибирский государственный 

технический университет, ПАО «Светлана», ЗАО «Светлана-Электронприбор», ЗАО 

«Нитридные кристалльш и др. 

Заключение 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, защищаемые положения и 

вьmоды. Диссертационная работа Давыдовской Клавдии Сергеевны «Влияние температуры 

облучения на образование радиационных дефектов в карбиде кремния и деградацию приборов 

на его основе», отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 «Физика 

полупроводников» согласно Положению о присуждении ученых степеней в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе 

Российской академии наук, а ее автор Давыдовская Клавдия Сергеевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 
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Доклад, отражающий основные результаты диссертационной работы был заслушан и об 

суждался на заседании кафедры физики ФГ АОУ ВО «СПбПУ Петра Великого» (протокол № 3 

от «15» декабря 2023 г.). На заседании присутствовало 35 человек. На все вопросы, возникшие 

во время обсуждения, бьmи получены ответы. 

Заведующий кафедрой физики 

ФГ АОУ ВО «СПбПУ Петра Великого», 

д.ф.-м.н., доцент 

тел.: (812) 552-77-90 

Секретарь 

к.ф.-м.н., доцент В.В. Мизина 
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